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 آزمایش یک :
 دیود :

 بایاس مخالف :

 وقتی میدان خارجی )باطری( از داخلی )ناحیه تهی( بیشتر شد دیگر ناحیه تهی 

 باعث سد نمیشود و جریان از آن راحت میگذرد

 بایاس مخالف :

در بایاس معکوس جریان خارجی و جریانی که در ناحیه تهی وجود دارد جمع میشود و ناحیه تهی را بزرگتر 

 میکند
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 آزمایش دو :
 

 مدار شکل زیر را ببندید و جدول زیر را کامل کنید :  -  1

 
5 4 3 2 1 0/6 0/4 0/2 0 E 

0/66 0/65 0/63 0/6 0/56 0/49 0/46 v 0/21 0 VD 

4/3 3/3 2/3 1/3 0/43 0/10 0/3 mv 0 0 VR 

0/66 0/65 0/63 0/6 0/56 0/49 0/33 0/21 0 I D 

1 1 1 1 1 1 1/09 1 ∞ RD 
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 جهت دیود را در در مدار مقابل عوض کنید و جدول زیر راکامل کنید : - 2

10 8 6 4 2 0 E 
9/9 7/9 6 4 1/9 0 VD 

0 0 0 0 0 0 VR 

0 0 0 0 0 0 ID 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ - RD 

 

 دیود را کشاهده و رسم کنید  V- Iمدار شکل زیر را ببندید و منحنی مشخصه  – 3
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 آزمایش سه :

 :  دیود زنر

 Va > Vk  دیود معمولی

Vka > Vzدیود زنر   مانند یک باطری در حالت ایده آل <-----   

 مدار شکل مقابل را ببندید و جدول شکل زیر را کامل کنید : – 1

 
7 6 5 4 3 2 1 0 E 

2/4 v 1/6 v 0/9 v 0/3 v 41 mv 1/7 
mv 

0 0 VR 

4/4 4/3 4/05 3/46 2/9 2 1 0 VZ 

2/4 1/7 0/9 0/3 41 m 1/7 0 0 IZ 

جهت دیود را تغییر دهید و جدول زیر را کامل کنید – 2  

E 0/5 1 2 3 4 
VZ 0/5 0/7 0/7 0/7 0/7 
VR 0/3 0/32 1/3 2/2 3/1 
IZ 0/3 0/32 1/3 2/2 3/1 
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مدار شکل زیر را ببندید و منحنی مشخصه ولت آمپر دیود را بدست آورید و رسم نمایید  – 3  

 

 
مدار شکل زیر را ببندید -4  

 

 

           𝐼𝑅=𝐸−𝑉𝑅𝐿
𝑅

         I L  =𝑉𝑅𝐿
𝑅𝐿

 

I Z  = I R- I L  

 

 

 

 

RL Ð 100K 10K 1K 100Ý 
VRL 4/85 4/86 4/80 4/66 1/79 
IL 0 0/04m 0/48m 4/66m 0/017m 
IR 9/54m 9/51m 9/69m 10/12m 18.81m 
IZ 9/54m 9/47m 9/21m 5/46m 17/79m 
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 آزمایش چهار :

} یکسوساز ها
نیم موج

تمام موج
                                             VoDC = 𝑉𝑚2

𝜋
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 اگر در خروجی یک خازن با مقاومت موازی کنیم 

 شکل موج خروجی به صورت روبه رو میشود
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مدارشکل زیر را ببندید و شکل موج خروجی را رسم کنید :  – 1  

 

 

 
VoDC : 4/33 با ولت متر 

VoDC : 4.2 رابطه 

میکرو فاراد در خروجی با مقاومت موازی کنید و شکل موج خروجی را رسم نمایید 474یک خازن   

VoDC : 13.1 ولت متر 

VoDC : 13.2  رابطه 

𝑉𝑜 𝐷𝐶=𝑉𝑚− 
𝑉𝑟𝑝𝑝

2
=15− 

4.4 −0.5

2
=13.9−0.7=13.2 

 

Voمنحنی مشخصه انتقالی   –  Vi مدار داده شده به دست آورید و شکل را مشاهده کنید را در  

: 
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 آزمایش پنج :

 مدار های شکل زیر را ببندید و شکل موج ورودی و خروجی را رسم نمایید و ولتاز برش را برای هر حالت بدست آورید
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 آزمایش شش :

کنید :مدار شکل زیر را ییندید و جدول را کامل  - 1  

Vc c  = 10v 
 این مقادیر داخل به دلیل خراب بودن ترانزیستور اشتباه بدست آمده

β IE IC IB VBE VCE VE VC  VB مقادیر 

 3.1 m 3.1m 48.5u 0.61 6.2 0.72 6.9 1.58 عملی 

 4.3m 4.3m  0.7 5.7 1041 4.3 1071 تئوری 
 

 

 
 

 قرار دهید و جدول زیر را کامل کنید : 144Ωرا  R2مقاومت  – 2

β IE IC IB VBE VCE VE VC  VB مقادیر 

 0 1.5m 1.5m 0.61 8.4 0 8.4 180mv عملی 

 0 0 0 0 0 0  21.2mv تئوری 
 



چربدستمهندس  –ازمایشگاه الکترونبک |  پور غلاممسعود   

 
13 

 

 قرار دهید و جدول زیر را کامل کنید: 470kرا  R2مقاومت  – 3

β IE IC IB VBE VCE VE VC  VB مقادیر 

 4.1m 4m 0.15m 0.6 4.94 0.96 5.9 1.6 عملی 

 3.4m 3.4m  0.7 6.6 8.3  9 تئوری 
 

 آزمایش هفت :
 بررسی تقویت کننده های امیتر مشترک :

مدار شکل زیر را بر روی بردبرد ببندید و ولتاژها و جریان هارو 

ا مشخص کنید :راندازه گیری کنید و ناحیه کار ترانزیستور   

 

 

 

ولتاژ و جریان پایه های ترانزیستور را اندازه گیری میکنیم تا از بایاس   در اول

 شدن ترانزیستور مطمئن شویم

VBE : 0.64 ï Vce : 4.97 V ï Ib : 21.4u ï Ic : 4.2ma 

ولت پیک تا پیک برسد و 5و سپس سیگنال ورودی زا وصل میکنیم و به قدری تغییر میدهیم که دامنه خروجی به 

 ودی را اندازی گیری میکنیم سپس ولتاژ ور

Vopp : 5Vpp 

Vipp : 50mv pp 

𝐴𝑣= 
𝑉𝑜𝑝𝑝

𝑉𝑖𝑝𝑝
=
5

0.05
=100 

 اضافه میکنیم و جریان خروجی را اندازه گیری میکنیم : 2.2kرا با مقدار  RLو سپس در خروجی مقاومت 
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𝑉𝑜 𝑝𝑝𝑓𝑙=3.2𝑣 

𝐼𝑜=𝐼𝐿= 
𝑉𝑜𝑓𝑙

2.2
= 
3.2

2.2
=1.45 𝑚𝐴 

 را اندازه گیری میکنیم و بهره جریان را محاسبه میکنیم : سپس جریان ورودی

𝑉𝑠=0.36 →𝐼𝑖= 
𝑉𝑅𝑠

𝑅𝑠
= 
𝑉𝑠−𝑉𝑖𝑝𝑝

𝑅𝑠
= 
0.36−0.05

10
=0.031 

𝐴𝑖= 
1.45

0.031
=46.77 

 با توجه به مقادیر یه دست آمده مقاومت ورودی و خروجی مدار را بدست آورید

𝑅𝑜= 
𝑉𝑜𝑛𝑙−𝑉𝑜𝑓𝑙

𝑉𝑜𝑓𝑙
 ×𝑅𝐿=

5− 3.2

3.2
 ×2.2=8.8 

𝑅𝑖= 
𝑉𝑖

𝐼𝑖
= 
0.05

0.031
=1.61 

 اسکوپ متصل میکنیم و اختلاف فاز را اندازه گیری میکنیم 2و خروجی را به کانال  1و در آخر وروردی را به کانال 

360

تعداد خانه های افقی یک سیکل
 اختلاف فاز=تعداد خانه های اختلاف فاز×

360

2.2
 ×1.1=179.99 

 

 آزمایش هشت :

 FET بررسی ترانزیستور های اثر میدانی :
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 پایه هایهر یک از  ولتاژ ومدار زیر را بر روی بردبرد ببندید 

 بدست آورید :ترانزیستور را 

 VD = 18.8 V 

VG = 0.1 mV 

VS = 0.528 mV 

 

 

 جریان هریک از پایه های ترنزیستور را بدست آورید :

IS = 238 uA 

IG = 0 A 

ID = 0.33 mA 

 ببندید و ولتاژ هر یک از پایه های ترانزیستور را اندازه گیری کنید : مداز شکل زیر را

VG = 6.23 

VD = 16.86 

VS = 6.46 

 

 

 جریان هر یک از پایه های ترانزیستور را بدست آورید :

IS = 1.37 mA 

IG = 0 A 

ID = 1.37 mA 

 


